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１．概要（Summary） 

絶縁膜上シリコン(SOI)基板上に 2 次元制御して成長

させた複合面方位 CeO2 層の結晶解析を、X 線回折装置

を用いて試料面内の結晶方位分布測定により行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

X 線回折装置（Rigaku RINT-Ultima X） 

【実験方法】 

本測定のために準備した専用の試料台を用いて、持込

の複合面方位 CeO2 試料の測定位置を少しずつ移動さ

せて X 線回折測定を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 試料は Fig. 1 左図に示す様に、52 mm 角の SOI 基

板に 10 mm 毎に形成したトレンチで隣接する SOI 層間

を電気的に絶縁したものである。右図は CeO2 層の成長

中に電子ビーム照射した(a)点と非照射部(b)点で測定し

た RHEED 像であり、それぞれ(100)及び(110)面方位で

あることが分かる。 

 

Fig. 1 Illustration of the SOI sample structure and 

RHEED patterns taken from (a) and (b) positions. 

 

  Fig. 2 は XRD による試料面内結晶方位分布測定結

果である。SOI 基板の Si 層及び埋込酸化膜厚はそれぞ

れ 88, 145 nm である。Fig. 2(a)はウェットエッチングによ

りトレンチを形成した試料の測定結果で、電子ビーム照射

部では(100)方位であるが、それに隣接した SOI 層では

(200)ピークが減少し、(220)ピークが増大しており、2 つの

方位成分が混在している。また、電子ビーム照射領域から

離れるに従って徐々に(110)方位に近づいている。つまり、

トレンチでの電気的絶縁が不十分なため結晶方位の分離

が不完全となったと考えられる。一方、Fig. 2(b)は産総研

の技術代行により反応性イオンエッチングでトレンチを形

成した試料の測定結果で、電子ビーム照射領域が(100)

方位であることは Fig. 2(a)の結果と同様であるが、隣接し

た SOI 層では完全に（110）方位であり、トレンチにより完

全に方位分布が分離できていることを示している。反応性

イオンエッチングの利用により本研究の目標を達成できる

ことが分かった。 

 

 
Fig. 2 Lateral profiles of XRD (200) and (220) peaks. 

Trenches are formed by (a) wet and (b) dry etchings, 

whose positions are indicated by the green bars. 
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